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Para todas as perguntas, assuma os parâmetros para a tecnologia CN20 dados em Apêndice.





1. Considere um transistor PMOS fabricado na tecnologia Orbit CN20. Calcule a frequência fT para a qual o ganho em corrente do transistor é igual a 1. Considere VDD=5V e L=2mm. 





�2. Considere o descodificador de BCD para um display de 7 segmentos da figura. 




















Na tecnologia Orbit CN20, dimensione a porta em lógica complementar que realiza a função a, de forma que os tempos de subida e descida tr e tf  sejam aproximadamente iguais


calcule o tempo de propagação da porta definido como �EMBED Equation.3��� onde tr e tf são os tempos de subida e descida entre 0 V e  VDD. Assuma que os transistores, quando ON, estão sempre na zona de saturação. Despreze as capacidades das paredes laterais das junções


Nota: se não fez a) considere �EMBED Equation.3���.


faça um esboço do layout desta porta. Utilize as regras de desenho seguintes: contacto=�EMBED Equation.3���, min dist. contacto–contacto=2mm, min dist. contacto–porta=2mm, min poly overlap de zona activa=2mm, min zona activa overlap de contacto=2mm, min metal1 overlap de contacto=1mm, min poço tipo n overlap de zona activa=3mm.





Considere o circuito da figura





�EMBED Designer.Drawing.6���





Sem simplificar,  desenhe este circuito em lógica dinâmica "true single-phase clock logic" TSPCL com um pipeline de dois andares








�
4.  Considere o circuito da figura. Repare que consiste em dois inversores iguais.





�


Prove que para dois inversores idênticos em cascata, o tempo de propagação do inversor INV1 �EMBED Equation.3���  é minimo quando a razão "a" (ver figura) entre a largura do canal dos transistores PMOS e a dos transistores NMOS é igual a �EMBED Equation.3���


Notas:


o comprimento L do canal é idêntico para todos os transistores


considere que os transistores quando ON funcionam apenas em saturação


despreze a tensão de arranque VT


as capacidades no nó de saída do inversor INV1 são as capacidades das junções dos transitores do inversor INV1 e as capacidades das portas dos transistores do inversor INV2








APÊNDICE





Assuma os seguintes parâmetros para a tecnologia CN20


transistores nMOS


�EMBED Equation.3���


�
transistores pMOS


�EMBED Equation.3����
�
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